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Titulo: Desenvolvimento de Processos de Fabricagdo de Tecnologias Magnetorresistivas
(xMR)

Sensores magnetorresistivos (xMR) sao dispositivos capazes de detectar variagbes de
campo magnético e converté-las em mudangas na resisténcia elétrica, constituindo a base
de aplicagcbes que abrangem desde sensores de posicdo e corrente até sistemas
avangados de leitura magnética em dispositivos de armazenamento de dados. O
funcionamento  desses sensores estd fundamentado no fenbmeno da
magnetorresisténcia, definido como a variagdo da resistividade elétrica de determinados
materiais quando submetidos a um campo magnético externo.

Esse efeito manifesta-se sob diferentes mecanismos fisicos, destacando-se a
magnetorresisténcia anisotrépica (AMR), a magnetorresisténcia gigante (GMR) e a
magnetorresisténcia por tunelamento (TMR), cujas respostas dependem da arquitetura
das multicamadas, das propriedades eletrbnicas dos materiais e do controle das
interfaces magnéticas. O dominio desses efeitos e a otimizagdo dos parametros
estruturais sdo essenciais para o avango de dispositivos magnéticos voltados a
aplicagdes em sensoriamento de alta precisdo, armazenamento de dados, eletrénica de
spin (spintrénica) e arquiteturas emergentes, como computagdo neuromorfica.

O objetivo deste projeto € desenvolver e consolidar processos tecnologicos voltados a
nanofabricacdo de dispositivos magnetorresistivos, integrando pesquisa fundamental e
desenvolvimento aplicado na area de nanociéncia e nanotecnologia. Pretende-se
estabelecer protocolos reprodutiveis de fabricacdo de sensores magnéticos baseados em
diferentes arquiteturas xMR, bem como investigar os fenémenos fisicos subjacentes ao
desempenho desses dispositivos.

A fabricacao sera realizada por meio da combinagdo de técnicas avancadas de micro e
nanofabricagdo, incluindo deposi¢ao de filmes finos por sputtering magnetron, litografia
optica por escrita direta a laser, nanolitografia por feixe de elétrons e processos de
corrosdo (etching). O projeto também contemplara a caracterizagdo estrutural, elétrica e
magneética dos dispositivos fabricados, permitindo correlacionar parametros de processo
com desempenho funcional.

O estudante envolvido adquirira formacdo abrangente em processos de sala limpa,
técnicas de nanofabricacdo, controle de parametros de deposicdo e métodos de
caracterizagao elétrica e magnética. Todas as etapas experimentais serdo conduzidas no
Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas (CBPF), com suporte do Laboratorio de
Magnetismo Aplicado (LMAG) e utilizagao das infraestruturas do Laboratério Multiusuario
de Nanociéncia e Nanotecnologia (LABNANO).



